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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 

本論文では、結晶成長中に発生する欠陥に与える酸素濃度と固液界面形状の影響を定量的に明確に

することで、点欠陥シミュレーションの精度を大幅に向上させ、その結果、固液界面形状が成長速

度/温度勾配の比の臨界値に与える物理的理由に新しい知見を提示している。さらに、磁場印加チョ

クラルスキー法を対象として酸素濃度差マランゴニ対流を考慮した物質熱流動数値シミュレーショ

ンにより、固液界面形状と酸素濃度を正確に予測可能であることを示している。本論文での点欠陥

シミュレーションと、物質熱流動数値シミュレーション手法の高精度化は、半導体デバイスの今後

の発展に必要不可欠な欠陥制御技術の発展に大きく貢献し、産業的にも重要な知見を導いており、

半導体材料工学に寄与するところが大きい。よって、本論文は博士（工学）の学位に値するものと

認める。 

 


